Joflluh

Uklady UCY 75450N 1 UCA 65450N sq podwéjinymi dwuwej—
Sciowymi ukladami dopasowujgoymi Przeznacsonymi do‘rd-

tnorodnych zastosowaf, Uklady skladajg sie z:
" = dwéch bramek NAND

-~ dwéch niezaleznych tranzystordw 4redniej mocy.

UCY 75450N
UCA 65450N

i Dwulirotna’Z-—wajiciowq
bramka NAND z dwoma
tranzystorami $rednisej mocy

Uklady te mogg byé stosowane jako pofredniczgce /in- >

terface/ lub wzmacnia jgce /driver/. o

Parametry dopuszczalne

Obudowa CE 70

Schemaot wewngtrzny
i uktad wyprowadzen

Oznaczenie Nazwa Jedn. Wartosé
: min max
Yoo Napiecie zasilania v 7
UIM Maksymalne napigcie wejéciowe v 545
-II Prad we jSciowy mA 12
UCC-SUB Napiecie zasilagia - pod2oze \ 35
Us_sun Napigcie kolektor - podlosze v 35
UCB Napiecie kolektor -~ baza v 35
U Napiecie kolektor - emiter
CE dla Ry, < 500§ v, 30
UEB Napiecie emiter - baza v 5
Ic Prad kolektora mA 300
. ’ 00
Ptot Callkowita moc tracona W 8 )
t b Temperatura otoczenia w crasie
am pracy
dla UCY 75450N °C (0] +70
dla UCA 65450N =40 +85%
tstg Temperatura prgechowywania . ‘-55 - +125
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Parametry charakterystyczne brémki NAND

-~

W stanie niskim .

10 -

Ozna~ ‘ Warto$é Warunki pomiaru
czenie Nazwa Jedn. nin max Uwagi
UCc Napiec}e zasilania v 4475 5,25
I Prgd zasilania w stanie Unn=5 25 Vs U,=5V
cCL niskim na wyjséciu mA 11, co * I
I : Prad zasilania w stanie U,.=5,25 V; U, =0 V
CCH wysokim na wyjéciu mA 4 cq ’ » I
U Napiecie we jdciowe
IH w stanie wysokim v 2
U ‘Napiecie wejdciowe -
IL w stanie niskinm v 0,8
U Napiecie wyjsciowe ) \ ; _ Pe .
OH w stanie wysokim v 254 Upg=4175 Vi Uy=0,8 V3
-IOH=0,8 v
U Napiecie wyjsciowe U.~=4475 V; U =2'V'
oL w stanie niskim v 0,4 ce” I ’
o IOL=16 ma
IIH Prad we jSciowy w sta-
' nle wysokim
na wejsciu A HA 40 . ,
i U,.=5,25 V3 U_=2,4 ¥V’
na wejéciu G pA 80 Q? ’ T
na wejsciu A mA 1 .
U.,=5,25 V; U_=
na wejéciu G mA 2 ce ' I 703 ¥
’IIL Prad wejsciowy w stanie
: niskim
na wejsciu A mA 1,6
Unpn=9,2 H =
na wejéoiu G mA 3,2 cc=212% Vi Up=0,4 v
-1 Prad wyjéciowy w stanie ‘ =4, ; U=
OH 'ysokim ¥y ’ mA 0'8 Uccll,75 V, UI-O;S v
I Pr wyjéciowy w stani = s =
oL prad wyd y e m 16 | Yoge#r25 Vi up=2 v
‘Ios Zwarciowy prad wyjsciowy mA 18 55 Up=5s25 Vi U=0 v
tPHL Czas propagacji sygnalu
Prig zmianie stanu z wy- ns 15
sokiego na niski na wyj- =5 V3 N=10; °
dolu - ‘? Upe=> Vi N=10; tomp™t25 C
Sprn Czas propagacji sygnalu RL=h0052 i Cp=15 pF
przy Zmianie stanu z nd-
skiego na wysoki na wy} 18 22
éciu ’
-U; Ujemne napigole wejéciowe Vv 1,5 Upg=t+75 Vi ~I;=12 mA;
topp=+25°C .
N Obcigzalnodé wyjdoiowa ’ - ‘
H w stanie wysokim : 20 Log=0,8 mA
Ny Obcigzalnoéé wyjdciowa Iop=16 mA




Parametry charakterystyczne tranzystora

‘

. v N
Ozna- Wartosé Warunki pomiaru
Nagwa Jedn. .
czenie B ®in nex Uwagi
4] . Napiqcie przebicia I.=100 3 I.=0 A
/BR /CBO kolektor-baza % v 3z c RS E
u Napigoie przebicia ' T1,,=100 pA; R,.=500%
/PR/CEO kolektor-emiter v 30 c PA’. BE
U Napigcie przebicia Ig=100 pA; To=0 A
/BR /EBO emiter-baza v > E ’,
hyyp Statyczna wartosé 25 og=> V5 Ip=100 mA;
,¥spélczynnika wzmoc- t +25%
niinia prqdozggo w ! amb”
ukladzle wspllnego
emitera. 30 Ugg=3 Vi I=300 mA;
t, mb_25 C
20 Uc =3 V; Ic-100 mA ;
tamb"’ooc
{
~ 25 UCE=3 v; Ic.—.JOO mA
' o
tanp=0°C _
U >Napiecie nasycenia 1 I,=100 mA; =10 mA
BE sat baza-emiter v ‘ c . B
: _ 1,2 I,=300 mA; I;=30 mA
Uk sat Napiecie nasycenia O I.=2100 mA; I_=10 mA
kolektor-emiter v 0,7 To= A3 1,230 A
td Czas opéénienia impulsu ns 15 Ic=200 mA
tr Czas narastania impulsu | ns 20 IB1=2O mA ; IB2=25 mA
tg Czas przeciggania -im- ns 15 Upg o= V
pulsu
ty Czas opadania impulsu ns 15 Cp=15 PF; Ry- 5082
, ' : tanb=+25 c
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